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※概要（Summary ）： 

レーザー描画装置を用いて、AlGaN/GaN HEMT

の研究試作に必要なパターンをブランクマスクへ描

画した。その後、現像処理とクロムエッチング処理を

行い、クロムマスクを作製した。最小パターン寸法は

CAD 上で 10 m であり、作製したフォトマスク上に

良く解像したパターンが作製されていることを光学

顕微鏡にて確認した。 

 
※実験（Experimental）： 

利用装置：レーザー描画装置 

 Heidelberg instruments 社製 DWL66 と、クリー

ンサアフェイス技術社製レジスト塗布済み4インチブ

ランクマスクを用いた。4 層分のレイアウトを 1 枚に

まとめて描画した。描画エリアはおよそ 2 cm×2 cm

であり、描画時間は 12 時間程度であった。ブランク

マスクへレーザー描画を行った後、NMD-3 現像液を

用いて現像処理を行い、続いて DNP ファインケミカ

ル社製クロムエッチング液を用いて、CrO/Cr 層のウ

ェットエッチングを行った。パターン形状を確認後、

アセトンを用いてフォトレジストを剥離し、IPA を用

いて洗浄した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

今回は、レジスト塗布済みブランクマスクを用いた

ため、ピンホールなどレジスト塗布工程に起因する欠

陥のないフォトマスクを作製することができた。また、

レーザー露光のドーズ・フォーカスオフセットともに

適当な値であったと考えられる。 

 
図１．作製したフォトマスクのパターン部分 

 
※その他・特記事項（Others）： 

CAD データはソフトウェア”Layout Editor”を用い

て作成した。cif ファイル形式にて書き出したデータを、

DWL66 付属のデータ変換ソフトウェアを用いて描画

データに変換した。 
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